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occurring immediately after the stage (c) is minimised.

(57) Abstract: The invention relates to a method
for forming a structure(30) comprising a layer (2)
taken from a donor wafer (10) which comprises,
before removal, a first layer (1) and a second layer (2)
which are made of different materials .The inventive
method consists (a) in implanting atomic spices for
forming an embrittlement area (4) under the second
layer (2), (b) in bonding the donor wafer (10) to a
receiving wafer (20), (¢) in supplying energy for
separating the taken layers (1, 2) from the donor
wafer in the embrittlement area (4) and (d) in
selectively engraving a remaining part of the first
layer (1) in front of the second layer (2). Said method
also involves a bond reinforcing stage carried out at
a temperature less than approximately 800 °C. The
parameters of the implantation carried out at the stage
(a) are controlled in such a way that the roughness

@0 (57) Abrégé : Linvention concerne un procédé de formation d'une structure (30) comprenant une couche prélevée (2) a partir d'une
& plaquette donneuse (10), la plaquette donneuse (10) comprenant avant prélévement une premiére couche (1) et une deuxiéme couche
(2) en matériaux différents. Le procédé comprend les étapes suivantes (a) implantation d'espéces atomiques pour former une zone
& de fragilisation (4) sous la deuxieme couche (2); (b) collage de la plaquette donneuse (10) a une plaquette réceptrice (20); (c) apport
& d'énergie pour désolidariser les couches prélevées (1', 2) de la plaquette donneuse (10) au niveau de la zone de fragilisation (4); (d)
gravure sélective de la partie restante de la premiére couche (1') vis a vis de la deuxieme couche (2). Le procédé comprend en outre
une étape apte a renforcer le collage, mise en ceuvre & une température inférieure a environ 800 °C. Les parametres de 1'implantation
réalisée lors de 1'étape (a) sont ajustés de sorte & minimiser les rugosités apparaissant immédiatement aprés la mise en ceuvre de

S/

I'étape (c).



(84)

the donor wafer in the enbrittlenment area (4) and (d)
in selectively engraving a renaining part of the first
layer (1) in front of the second | ayer
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